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(57) Zusammenfassung: Zum Bonden einer Spenderscheibe (1) und einer Systemscheibe (9) wird ein Randwulst (3) einer Epi-
taxie-Schicht (2) auf der Spenderscheibe durch eine Atzung abgeflacht oder vollstindig entfernt, so dass ein zuverldssiger Kontakt
nach dem Bonden bis hin zum Randbereich (5,6) méglich ist. Die Erzeugung der Atzmaske erfolgt mit Hilfe einer Lackschicht (4)
sowie durch Randentlackung, Freibelichten und Entwickeln ohne eine spezielle Fotomaske.
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Verfahren zum Uebertragen einer Epitaxie-Schicht von
einer Spender- auf eine Systemscheibe der
Mikrosystemtechnik

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ubertragen einer Epitaxie-Schicht von einer
Spenderscheibe auf eine Systemscheibe der Mikrosystemtechnik durch Bonden,
insbesondere auch mit einem Ruckdlnnen der Scheibe mit der Epitaxie-Schicht, um
eine sehr hochwertige einkristalline Siliziumschicht auf bereits gefertigte Strukturen der
Systemscheibe aufzubringen.

Prozesse bei denen durch Waferbonden und Rlckdinnen bzw. Absprengen Schichten
von einer Spender- auf eine Prozess- oder Systemscheibe Ubertragen werden, sind seit
mehreren Jahren bekannt, vgl. Tong & Goéssele "Semiconductor Wafer Bonding", ECS
Monography ISBN 0-471-57481-3, und werden inzwischen auch industriell eingesetzt,
z.B. zur Herstellung von SOI-Wafern (Silicon On Insulator Wafer). In der DE

102 57 097 B4 - Verfahren zur Herstellung von mikroelektromechanischen Systemen
(Microelectromechanical Systems: MEMS) mittels Silizium-Hochtemperatur-
Fusionsbonden - wurde auch die Notwendigkeit zum Ubertragen von Epitaxie-Schichten
mittels Waferbonden erwahnt, um hinsichtlich ihres Volumens qualitativ hochwertige
Siliziumschichten auf strukturierte Wafer aufzubringen. In der Praxis erwies sich das
Bonden von Wafern mit Epitaxie-Schichten als problematisch, da sich beim Epitaxie-
Prozess am Scheibenrand ein Wulst ergibt, der typisch ist fir den Epitaxieprozess und
typischerweise weder durch die Prozessfuhrung noch durch eine Randbearbeitung des
Wafers vor dem Epitaxie-Prozess verhindert werden kann. Dieser Wulst verhindert
oder verschlechtert aufgrund seiner Hohe das Bonden Uber einen grélieren Bereich
hinweg, beginnend am Waferrand. Da mit steigender Epitaxie-Schichtdicke der
Randwulst in seiner Hohe zunimmt, kann z.B. beim Bonden von einer Epitaxie-Scheibe
auf eine Scheibe mit geatzten Gruben, bspw. als Absolutdruck-Sensorsubstrat, bis
mehrere Zentimeter vom Rand weg nicht das bendtige Vakuum eingeschlossen
werden.

Aus der DE-A 103 55 728 A1 - Verfahren und Anordnung zur Herstellung von
Halbleitersubstraten mit vergrabenen Schichten durch Verbinden von
Halbleiterscheiben (Bonden) - ist ein Verfahren bekannt, bei dem eine mechanische
Bearbeitung des Waferrandes der zu bondenden Scheibe vor der Oberflachenpolitur
vorgenommen wird. Dies ist jedoch flr die epitaxierten Wafer in der Regel nicht
anwendbar, da die mechanische Bearbeitung die Scheibenoberflache beschadigt, so
dass diese nicht mehr gebondet werden kann. Eine Nachpolitur wirde jedoch die
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gewunschten positiven Eigenschaften der Epitaxie-Schicht, z.B. Getterwirkung,
Gitterfehler, etc. stark beeintrachtigen, so dass der gewtnschte Effekt nicht mehr
erreicht wird. Die erwahnte Schrift zielt darauf, ein Bonden bis in den unmittelbaren
Randbereich, im Wesentlichen kleiner als 1mm, moglich zu machen. Ferner ist eine
definierte Randabbruchkante der Ubertragenen Schicht kein wichtiger Aspekt der zuvor
genannten Technik, da bei den angesprochenen Anwendungen in der
Mikrosystemtechnik zumeist noch deutlich groRere Randausschllusse typisch sind, die
somit eine genau definierte Kante der Ubertragenen Schicht nicht erforderlich machen.

Es ist Aufgabe der Erfindung ein einfaches und kostengunstiges Verfahren
anzugeben, mit dem eine zu Ubertragenden Schicht im Randbereich geeignet gestaltet
wird, damit ein definiertes Bonden der Schicht bis zum Scheibenrand erméglicht wird.

Erfindungsgemaf wird diese Aufgabe durch Verfahren entsprechend den Ansprichen 1
oder 13 gel6st. Eine geeignete Strukturierung ergibt sich durch eine im Randbereich
fehlende Atzmaske.

In diesen Verfahren wird so Material vom Randbereich einer Schicht, insbesondere
einer Epitaxie-Schicht, selektiv auf Grundlage einer Atzmaske entfernt, so dass eine fiir
das Bonden geeignete Oberflachentopographie am Randbereich geschaffen wird. Dazu
kann die Schichtdicke des geatzten Randbereichs - gegenlber einer Anfangsdicke -
zumindest verringert werden, so dass die Randdicke mit den Anforderungen des
nachfolgenden Bondprozesses vertraglich ist.

In vorteilhaften Ausfihrungsformen wird die Randdicke gleich oder kleiner eingestellt
als die Dicke des von der Atzmaske wahrend des Atzens abgedeckten, weiter innen
liegenden Bereichs der Schicht, so dass in jedem Falle ein ausreichender Kontakt
zwischen einer Schicht auf der Mikrosystemtechnikscheibe und der zu Ubertragenden
Schicht bis zu dem Randbereich beim Bonden gegeben ist. Eine zuverlassige
Abdichtung von geatzten Gruben in unmittelbarer Nahe des Randbereichs kann
stattfinden.

Insbesondere erlauben die erfindungsgemalien Verfahren ein ungestortes Bonden bis
zum Waferrand, indem der im Epitaxie-Prozess entstehende Wulst der Epitaxie-Schicht
am Scheibenrand vor dem Bonden entfernt oder zumindest verringert wird. Dies erfolgt
erfindungsgemal in einigen Ausflihrungsformen durch den Atzprozess, bspw. einen
Siliziumatzprozess (Anspruch 24), wenn Siliziumschichten betrachtet werden, bei dem
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insbesondere die Atzmaske durch geringen Aufwand im Hinblick auf die Strukturierung
bereit gestellt werden kann.

In einer Erfindung (Anspruch 13) wird dazu eine Lackmaske durch Randentlackung und
Freibelichtung der Scheibenfase definiert.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform wird dies ohne eine spezielle
Fotomaske bewerkstelligt (Anspruch 4, 16), so dass eine sehr flexible Anpassung auf
unterschiedliche Randwulstgeometrien stattfinden kann, ohne dass UubermafRige
zusatzliche Herstellungskosten erzeugt werden.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindungen der Anspriche 1 und 13 sind in
den abhangigen Ansprlchen angegeben.
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Die Erfindung wird anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Zuhilfenahme der
Zeichnung erlautert und erganzt. Es zeigen in schematischen Darstellungen

Fig. 1 Einen Querschnitt einer Spenderscheibe 1 mit einer
Epitaxieschicht 2 und ihrer Randwulst 3.

Fig. 2 Eine Aufsicht der Spenderscheibe mit Epitaxieschicht
gemal} Figur 1.

Fig. 3 Die Spenderscheibe mit Epitaxieschicht im Querschnitt in
den zwei Beispielen, wobei der der Randwulst 3 beseitigt
wurde.

Fig. 4 Die mit der Systemscheibe 9 Uber die Epitaxieschicht (ihren

inneren Bereich) verbundene Spenderscheibe.

Fig. 5 Die Systemscheibe 9 mit der Ubertragenen Epitaxie-
Schicht 11 nach dem Abtrag der Spenderscheibe oder
zumindest eines wesentlichen Teils davon.

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt einer Spenderscheibe 1, auf der sich eine zu
transferierende Epitaxie-Schicht 2 mit einem typischen Randwulst 3 befindet, der in
einem Randbereich 5 zu einer ausgepragten Topographie fuhrt. Die Epitaxie-Schicht 2
reprasentiert in einer Ausfuhrungsform eine Siliziumschicht, die auf einer
Siliziumscheibe als Spenderscheibe 1 aufgewachsen wird. Die hierin offenbarten
Techniken sind auch in Verbindung mit anderen Materialien anwendbar, in denen eine
Schicht durch Scheibenverbundverfahren (Scheibenbonden) auf eine Systemscheibe 9
zu Ubertragen ist, wobei eine ausgepragte Schichttopographie im Randbereich 5 ein
Ubertragen verhindert. So kénnen beispielsweise eine Vielzahl von verschiedenen
Halbleitermaterialien epitaktisch auf geeignete Ausgangsmaterialien aufgewachsen
werden und durch Bonden auf die Systemscheibe aufgebracht und Ubertragen werden.
Auch bewirken andere Abscheideverfahren haufig eine ungunstige Randgeometrie
einer zu Ubertragenden Schicht und es kann auch in diesem Falle eine selektive
Anpassung der Randgeometrie durch die hierin offenbarten Verfahren erreicht werden.

Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf die Spenderscheibe 1 in einer fortgeschrittenen Phase des
Prozesses. Zum Entfernen oder zumindest Verringern des Randwulstes 3 wird auf die
Epitaxie-Schicht 2 eine fotoempfindliche Lackschicht 4 oder ein anderes viskoses
Material aufgebracht, die bzw. das im Randbereich 5 entfernt wird, so dass die Schicht
2 im Randbereich 5 freigelegt ist.
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In der gezeigten Ausfuhrungsform weist der Randbereich einen gebogenen Abschnitt 5
entsprechend der Rundung der Spenderscheibe 1 und eine gerade Scheibenfase 6 auf.
In anderen Beispielen kann die Fase 6 nicht vorgesehen und stattdessen ist eine Kerbe
oder ahnliches zur Justierung der Spenderscheibe 1 vorgesehen sein.

In der gezeigten Ausfuhrungsform wird die Lackschicht 4 im Bereich des gebogenen
Scheibenrandes 5 mittels Randentlackung und im Bereich der geraden Scheibenfase 6
durch Freibelichten und Entwickeln entfernt. In anderen Ausflhrungsformen kann die
Lackschicht oder Materialschicht durch Randatzung, bspw. durch selektives Aufbringen
von Losungsmitteln, etc. entfernt werden. Durch die Freilegung der Schicht 2 an deren
Rand wird somit aus der Lackschicht 4 eine "Atzmaske" erzeugt, die der Einfachheit
halber im Weiteren auch durch das Bezugszeichen 4 bezeichnet wird.

Das Freibelichten erfolgt in einer Ausflhrungsform durch die Verwendung einer
Belichtungsanlage, so einer Stepperanlage (nicht gezeigt), wobei das
Freibelichtungsfeld durch die Blendenstellung oder -einstellung der Belichtungsanlage
definiert wird. Es werden keine speziellen Belichtungsmasken bendtigt. Die
Blendenstellung der Belichtungsanlage fuhrt zu einer Belichtung bzw. Abschattung des
Randbereichs 6, entsprechend der Art des verwendeten Lackmaterials, so dass beim
Entwickeln der belichtete bzw. abgeschattete Teil entfernt wird. Durch die Kombination
von Randentlackung und Freibelichtung steht somit ein flexibler Prozess zur Verfigung,
der an verschiedene Randwulstgeometrien angepasst werden kann und nur geringe
Kosten verursacht.

Fig. 3 zeigt eine Querschnittsansicht der Spenderscheibe 1 und der Schicht 2 in einer
weiter fortgeschrittenen Prozessphase. Im Anschluss an die Erzeugung der Atzmaske 4
wird ein Atzprozess mit einer fir die Schicht 2 und die Atzmaske 4 geeigneten
Atzchemie ausgeflihrt, bspw. auf Grundlage eines Siliziumatzprozesses, wenn die
Schicht 2 aus Silizium aufgebaut ist. Somit wird die Epitaxie-Schicht 2 in dem durch die
Maske 4 nicht mehr abgedeckten Randbereichen 5, 6 so weit zurlckgeatzt, dass
nachfolgend ein Bonden ohne stérenden Einfluss des Randbereichs moglich ist.

In einer Ausfuhrungsform wird der Randwulst 3 geatzt, bis er verschwindet, d.h. die
Schichtdicke im Randbereich 5 bzw. 6 ist gleich, bis auf Prozessfluktuationen, zu einer
Schichtdicke des zuvor abgedeckten Bereichs 2a, der weiter innen liegt (mit Bezug auf
den Randbereich), also "radial" innerhalb des Randbereichs 5. In anderen
Ausfuhrungsformen wird die Schichtdicke im Randbereich 5, 6 geringer als die Dicke
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des inneren Bereichs 2a der Schicht 2. Eine Oberflache 7a im Randbereich 5,6 liegt
niedriger als die ursprungliche Epitaxie-Schichtoberflache 7.

Sollte fiir das Atzen der Schicht 2, bspw. in Form einer Siliziumatzung, die Lackmaske 4
fur einen dickeren Randwulst 3 der Epitaxie-Schicht 2 nicht ausreichend
widerstandsfahig im inneren Bereich sein, wird in anderen Ausfuhrungsformen mit Hilfe
der Lackmaske 4 eine - zuvor aufgebrachte - Hartmaske 4a, z.B. aus Siliziumdioxid,
strukturiert, die dann als eigentliche Atzmaske dient. Bspw. kann ein Oxid durch
geeignete Oxidationsverfahren auf der Schicht 2 hergestellt werden und nach
Aufbringen der Lackmaske zu der Atzmaske 4a strukturiert werden. In anderen
Ausflhrungsformen kdnnen andere Materialien eingesetzt werden, um eine gewunschte
hohe Selektivitdt des Atzprozesses zur Entfernung von Material im Randbereich 5, 6 zu
erhalten. So kbnnen bewahrte Materialien, bspw. Siliziumnitrid, Siliziumoxynitrid, etc.
durch Oberflachenbehandlung, Abscheidung und dergleichen aufgebracht werden. In
Figur 3 ist diese Hartmaske 4a als weiteres Beispiel eingezeichnet.

Fig. 4 zeigt eine Querschnittsansicht in einer weiter fortgeschrittenen Prozessphase.
Nach dem Entfernen der Atzmaske 4, 4a, also Lackmaske oder Hartmaske, wird die
Spenderscheibe 1 mit der praparierten Epitaxie-Schicht 2 mit der verbesserten
Randtopographie gegen eine Systemscheibe 9 mit vorgefertigten Strukturen 10
gebondet. In der gezeigten Ausfuhrungsform enthalten die vorgefertigten Strukturen
geatzte Gruben, fur die die Schicht 2 als Abdeckung dient. Durch die verbesserte
Randtopographie kdnnen besonders Gruben 10 zuverlassig abgedeckt werden, die
nahe an dem Randbereich 5, 6 angeordnet sind. Das Bonden findet unter Anwendung
gut bekannter Verfahren statt. Die gebondete Spenderscheibe ist mit 8 benannt.

Fig. 5 zeigt die Systemscheibe 9 mit der Schicht 2, die nun als Gbertragene Schicht 11
bezeichnet ist, wobei die Spenderscheibe 1 oder zumindest der grofite Teil davon
entfernt ist. Die Schicht 11 kann auch einen gewissen Teil ihrer Schichtdicke als
Material der ursprunglichen Spenderscheibe 1 aufweisen, oder die Schichtdicke der
Schicht 11 kann kleiner sein als die ursprungliche Dicke der Schicht 2, wobei dies von
der entsprechenden Verfahrensweise abhangt.

Wenn die Schicht 11 Uber die gesamte Dicke hinweg die Eigenschaften der Schicht 2
aufweisen soll, wird die ursprlngliche Dicke der Schicht 2 so eingestellt, dass beim
Entfernen der Spenderscheibe 1 zuverlassig deren gesamtes Material entfernt wird.
Wenn die Eigenschaften der Schicht lediglich im Kontakt mit den Strukturen 10
erforderlich sind, kann eine geringere Dicke fur die Schicht 2 verwendet werden und die
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Schicht 11 kann einen Teil des Materials der Spenderscheibe 1 nach dem Entfernen
behalten.

Die Entfernung der Spenderscheibe 1 oder eines wesentlichen Teils davon kann durch
Dilinnen, bspw. Schleifen und/oder Atzen erfolgen. In anderen Fallen wird die
Spenderscheibe entsprechend einer gewlnschten Tiefe abgesprengt, was durch
Implantation einer geeigneten Sorte von Atomen oder lonen bis zu der gewunschten
Tiefe und anschlieiendes Schneiden mit einem Strahl erfolgen kann. In diesem Falle
kann die Spenderscheibe 1 flr weitere Systemscheiben als neuer Trager einer Epitaxie-
Schicht dienen.

Eine weitere Ausfilihrungsform betrifft ein Verfahren zum Ubertragen einer qualitativ
hochwertigen Epitaxie-Schicht 2 von einer Spenderscheibe 1 auf eine strukturierte
Mikrosystemtechnikscheibe 9 durch Waferbonden, bei dem vor dem Bonden der
prozessbedingte Randwulst 3 der Epitaxie-Schicht 2 durch Atzen entfernt wird. Zum
Entfernen des Randwulstes 3 wird auf die Epitaxie-Schicht 2 eine fotoempfindliche
Lackschicht 4 aufgebracht, die im Bereich des gebogenen Scheibenrandes 5 mittels
Randentlackung und im Bereich der geraden Scheibenfase 6 durch Freibelichten und
Entwickeln entfernt wird. Anschliellend wird die Epitaxie-Schicht 2 in den durch die
Lackmaske nicht mehr abgedeckten Randbereichen 5,6 soweit zuriickgeatzt, dass der
Randwulst verschwindet, bzw. das entsprechende Randgebiet niedriger als die
ursprungliche Epitaxie-Schichtoberflache 7 wird.

Nach dem Entfernen des fotoempfindlichen Lacks 4 wird die Spenderscheibe 1 mit
Epitaxie-Schicht 2 Gber die Epitaxie-Schicht 2 mit der Systemscheibe 9 auf der Seite
der Systemscheibenstruktur 10 durch Bonden verbunden.

AnschlieRend wird die Spenderscheibe 1 durch Rickdinnen von der Epitaxie-Schicht 2
entfernt.

Eine noch weitere Ausflinrungsform betrifft ein Verfahren zum Ubertragen einer
qualitativ hochwertigen Epitaxie-Schicht 2 von einer Spenderscheibe 1 auf eine
strukturierte Mikrosystemtechnikscheibe 9 durch Waferbonden, bei dem vor dem
Bonden der prozessbedingte Randwulst 3 der Epitaxie-Schicht 1 durch Atzen entfernt
wird. Zum Entfernen des Randwulstes 3 wird auf die Epitaxie-Schicht 2 eine
Oxidschicht und auf diese eine fotoempfindliche Lackschicht 4 aufgebracht, die im
Bereich des gebogenen Scheibenrandes 5 mittels Randentlackung und im Bereich der
geraden Scheibenfase 6 durch Freibelichten und Entwickeln entfernt wird.



WO 2009/013255 PCT/EP2008/059492

AnschlielRend wird die Oxidschicht in dem durch die Lackmaske nicht mehr
abgedeckten Randbereichen 5,6 weggeatzt, worauf die restliche Lackschicht 4 entfernt
wird und die Oxidschicht als Schutzschicht fiir eine folgende Atzung dient, bei der der
Randwulst zuriickgeatzt wird oder so geatzt wird, dass in dem Randbereich ein Niveau
erreicht wird, das niedriger als die urspringliche Epitaxie-Schicht Oberflache 7 ist.

Danach kann die Oxidschicht abgelost werden. Die Spenderscheibe 1 wird mit der
Epitaxie-Schicht 2 Gber die Epitaxie-Schicht 2 auf der Systemscheibe 9 (auf der Seite

der Systemscheibenstruktur 10) durch Bonden platziert und verbunden.

AnschlieRend kann die Spenderscheibe 1 durch Ruckdlnnen von der Epitaxie-
Schicht 2 entfernt werden.
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Anspriiche

Verfahren zum Ubertragen einer Epitaxie-Schicht (2) von einer
Spenderscheibe (1) auf eine strukturierte Scheibe (9) der Mikrosystemtechnik
durch Waferbonden, wobei das Verfahren umfasst

- Bilden einer Atzmaske auf der Epitaxie-Schicht (2), wobei die
Atzmaske einen Randbereich (5, 6) der Epitaxie-Schicht (2) mit
einem Randwulst (3) nicht abdeckt;

- Entfernen von Material der Epitaxie-Schicht (2) in dem nicht
abgedeckten Randbereich (5, 6), so dass der Randwulst (3) der
Epitaxie-Schicht (2) zumindest verkleinert wird,;

- Verbinden der Spenderscheibe (1) und der strukturierten
Mikrosystemtechnikscheibe (9) Uber die Epitaxie-Schicht (2);

- Entfernen zumindest eines Teils der Spenderscheibe.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bilden der Atzmaske umfasst: Aufbringen
einer Lackschicht (4) und Entfernen eines Teils der Lackschicht im
Randbereich (5,6).

Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Entfernen eines Teils der Lackschicht
umfasst: Entfernen der Lackschicht mittels Randentlackung im Bereich eines
gebogenen Scheibenrandes (5) und Freibelichten und Entwickeln im Bereich
einer geraden Scheibenfase (6).

Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Freibelichten durch Verwendung einer
Stepperanlage erfolgt, in der ein Freibelichtungsfeld durch eine Blendenstellung
oder solche Einstellung definiert wird, so dass keine spezielle Belichtungsmaske
bendtigt wird.

Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 4, wobei das Bilden der Atzmaske
ferner umfasst: Bilden einer Hartmaskenschicht (4a) auf der Epitaxie-Schicht (2)
und Strukturieren der Hartmaskenschicht, so dass der Randbereich (5,6) der
Epitaxie-Schicht (2) freigelegt wird.

Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Bilden der Hartmaskenschicht umfasst:
Erzeugen einer Oxidschicht auf der Epitaxie-Schicht (2).
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Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Hartmaskenschicht mittels einer
Lackschicht strukturiert wird, die vor dem Entfernen von Material der Epitaxie-
Schicht (2) entfernt wird.

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 8, wobei eine Dicke der Epitaxie-
Schicht im Randbereich (5,6) nach der Entfernung von Material der Epitaxie-
Schicht kleiner oder gleich einer Schichtdicke eines abgedeckten inneren
Bereichs der Epitaxie-Schicht ist.

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 8, wobei das Entfernen zumindest
eines Teils der Spenderscheibe umfasst: Ruckdlnnen der Spenderscheibe (1).

Verfahren nach einem der Ansprlche 1 bis 8, wobei das Entfernen zumindest
eines Teils der Spenderscheibe umfasst: Absprengen des Teils der
Spenderscheibe.

Verfahren nach Anspruch 10, wobei der abgesprengte Teil der Spenderscheibe
als neue Spenderscheibe verwendet wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 11, wobei die Epitaxie-Schicht (2) auf
einer strukturierten Seite (10) der Systemscheibe (9) als
Mikrosystemtechnikscheibe verbunden wird.
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Verfahren zum Ubertragen einer Schicht (2) von einer Spenderscheibe (1) auf
eine strukturierte Mikrosystemtechnikscheibe (9) durch ein Waferbonden, wobei
das Verfahren umfasst
- Bilden einer Atzmaske auf der Schicht (2) durch Aufbringen
einer fotoempfindliche Lackschicht (4) und Entfernen eines
Abschnitts der Lackschicht (4) im Bereich eines gebogenen
Scheibenrandes (5) mittels Randentlackung und im Bereich
einer geraden Scheibenfase (6) durch Freibelichten und
Entwickeln,
- Entfernen von Material der Schicht (2) in dem von der Atzmaske
nicht abgedeckten Bereich der Scheibenphase und des
gebogenen Scheibenrandes;
- Verbinden der Spenderscheibe (1) und der Scheibe (9) der
Mikrosystemtechnik Uber einen inneren Abschnitt der
Schicht (2).

Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Bilden der Atzmaske ferner umfasst:
Herstellen eines Hartmaskenmaterials (4a) auf der Schicht (2) vor dem
Aufbringen der Lackschicht (4) und Strukturieren des Hartmaskenmaterials
mittels der Lackschicht.

Verfahren nach Anspruch 13, wobei Bilden der Atzmaske umfasst: Bilden einer
Lackmaske aus der Lackschicht (4) und Verwenden der Lackmaske als die
Atzmaske.

Verfahren nach einem der Anspriche 13 bis 15, wobei das Freibelichten durch
Verwendung einer Stepperanlage ohne spezielle Belichtungsmaske erfolgt,
wobei die Blendeneinstellung angepasst wird.

Verfahren nach einem der Ansprlche 13 bis 16, das ferner umfasst: Rlckdinnen
der Spenderscheibe (1) nach dem Verbinden mit der
Mikrosystemtechnikscheibe.

Verfahren nach einem der Ansprlche 13 bis 16, das ferner umfasst: Absprengen
der Spenderscheibe (1).
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Verfahren nach einem der Anspriche 13 bis 18, wobei die Schicht (2) im
Randbereich nach dem Entfernen von Material eine Schichtdicke aufweist, die
kleiner ist als eine Schichtdicke in einem von der Atzmaske abgedeckten Bereich
der Schicht ist.

Verfahren nach einem der Anspriche 13 bis 19, wobei die Schicht (2) mit einer
Seite der Scheibe der Mikrosystemtechnik verbunden wird, die geatzte Gruben
als Strukturen aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriche 13 bis 20, wobei die Schicht (2) durch
Epitaxie auf der Spenderscheibe hergestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 13 oder Anspruch 21, wobei die Schicht (2) eine
hochwertige einkristalline Siliziumschicht ist.

Verfahren nach Anspruch 19, wobei der nicht abgedeckte Bereich der Schicht (2)
radial innerhalb des Randbereichs (5,6) gelegen ist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 13, wobei das Entfernen von Material

der Schicht (2) in deren Randbereich (3,5,6) durch einen Siliziumatzprozess
erfolgt.

* % % % %
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